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※概要（Summary ）：

ソフトエッチング法で数μm の厚さまで研磨した

Ni-Nb-Zr-H 薄膜をディスクリート法でアセンブリし、

I-V 特性を 100-300 K で評価する。

※実験（Experimental）：

・長瀬産業社製高耐圧プローバ（特注品）

・アジレント社製高周波デバイス測定装置 1501B

※結果と考察（Results and Discussion）：

図１に今回作製した測定用のデバイスのアセンブリ

イメージ図とプローバにセットした写真を示す。

Ni-Nb-Zr 合金は表面が酸化しやすく、またはんだ付

けやボンディング等の手段が適応できない。溶着等の

手段では Ni-Nb-Zr-H 薄膜の組成そのものに変化を与

える可能性があり、また異種金属の接合部がダイオー

ドとなって電気特性に影響を与える懸念がある。そこ

で、種々のアセンブリ方法を検討した結果、薄膜両側

をボンディング用 Au ワイヤで挟み込み、その部分を

銀ペーストで固定するシンプルなアセンブリ方法を

採用した。まず、このアセンブリ方法の妥当性を検証

するため、Al 箔を用いて同様のアセンブリを行い、I

―V 特性の温度変化を調べた。その結果、Al 箔として

妥当な温度係数が得られた事、及び銀ペースト等に起

因する特異な電気的な特性は観察されなかったこと

から、本法を Ni-Nb-Zr-H 薄膜のアセンブリに適用す

ることとした。

図２に本アセンブリを用いて計測した Ni-Nb-Zr-H 薄

膜の電気特性（抵抗値の温度依存性）の一例を示す。

図１．作製した薄膜特性計測デバイス

図２．計測した Ni-Nb-Zr-H 薄膜の抵抗値と温度の

関係

今回の計測においては、I-V 特性及び容量測定を、温

度をパラメータとして行ったが、どの温度においても

従来報告されているような量子デバイス的な電気的挙

動は観察されなかった。

本報告とは別の検討により、本合金素材は経時変化に

より合金の組成が変化していくことが明らかになって

いる。よって、安定的に再現性のある電気特性を計測

することはかなり困難と思われる。

図２：抵抗値の温度依存性の一例ｈ図１.作
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